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[緒言] 単分子磁石は、一分子でまるで磁石のような性質を示す物質群のことであり、将来のメモ

リー素子等への応用が期待されている。近年、フタロシアニンダブルデッカー型単分子磁石をグ

ラフェン上に吸着させた材料で、磁気抵抗効果を利用したメモリー素子機能の発現が報告され、

デバイス化への期待は高まっている 1。一方で、再現性良く上記機能を観測するためには、炭素材

料上の単分子磁石の分子配列が重要となるが、現時点では分子配列の制御はなされておらず、大

きな課題となっている。	
 

我々はこれまで、ポルフィリンダブルデッカー型単分子磁石に着目し、研究を行ってきた 2。ポル

フィリンは、フタロシアニンに比べて化学修飾が容易なため、置換基変換により、様々な機能を

付与することが可能である。今回我々は、炭素材料上での分子配列を制御するために、置換基や電子

状態の異なるダブルデッカー型錯体を合成し、走査型トンネル顕微鏡	
 (STM)	
 を用いて、高配向性グ

ラファイト(HOPG)上の分子配列の様子を観察した。 

[結果と考察]電子状態の異なる 3 種類のオクタエチルポルフィ

リン(OEP)ダブルデッカー型錯体の STM 観察を行ったところ、

図のように、いずれもヘキサゴナル構造の分子配列を取ることが

明らかになった。一方で、それぞれの格子定数を調べたところ、

電荷の違いが、分子間距離に影響を及ぼすことが明らかになった。

また、ポルフィリンの置換基を変換することで分子配列を大きく

変化させることが可能であるということも確かめている。このよ

うな分子配列の違いは、今後、デバイス化に最適な単分子磁石の

分子配列を実現するために必要不可欠な情報となる。さらに現在、テンプレート分子を用いて、

炭素材料上の分子密度を制御する実験についても検討しており、この結果についても報告予定で

ある。 
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図. OEPダブルデッカー型 
単分子磁石の STM像 
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